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Die folgenden Angabon sind den vom Anmelder ringareichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(S) Lie htemissionsd rode ngerat 

(§) Es wird ein LED-Gerat beschrieben, das aus einem Ka- 
ra miksubstrat und einor reflektierenden Metallplatte be- 
steht Das LED-Gehause besteht aus einem ersten Kera- 
miksubstrat, das einen Chipmontagebereich auf seiner 
Oberflache aufweist und mit einem vorbestimmten lei- 
tenden Muster rund urn den Chipmontagebereich verse- 
hen ist. Ein oder mehrere LED-Chips sind auf dem Chip- 
montagebereich des ersten Keramiksubstrats gehaltert 
u nd mit dem leitenden Muster verbunden. Ein zweites Ke- 
ra miksubstrat ist auf der Oberflache des ersten Keramik- . 
substrats montiert und weist eine Ausnehmung an einer 
Position auf, die dem Chipmontagebereich entspricht. Die 
reflektierende Metallplatte ist in die Ausnehmung des 
zweiten Keramiksubstrats eingesetzt, urn die LED-Chips 
zu umgeben. Dieses LED-Gehause steuert wirksam die 
Lichtintensitat der LED-Chips und die Winkelverteflung 
der Strahlung. Die reflektierende Metallplatte dient 
gleichzeitig als Warmesenke, die wirksam Warme vom 
LED-Chip zur Umgebung des LED-Gehauses verteilt. 
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[0001] Die vorliegcnde Erfindung bezieht sich im Allge- 
meincn auf Lichtemissionsdiodcngcrat mil reflckticrcndcn 
Metal lplatten und insbesondere auf ein Lichtemissionsdio- 
dengerat, welches mit einer reflektierenden Metallplatte ver- 
sehen ist, um eincn verbesserten Warmeverteilungseffekt zu 
erzielen, in Verbiridung mit einer einfachen Kontrolle seiner 
Lichtabstrahlung und der Winkelverteilung der Lichtab- 
strahlung. 

(0002J Wic Fachlcutcn wohl bckannt ist, sind Lichtcmissi- 
onsdiodengerat (die nachfolgend vercinfacht als "LED-Ge- 
rat bezeichnet wcrdcn) Halbleitervorrichtungen, welche 
LED-Chips aufweisen, die als LichtqueUen fungieren und 
die durch Veranderung der physikalischen und chemischen 
Charakteristika einiger Verbindungshalbleitermaterialien, 
wie beispielsweise GaAs, AlGaAs, GaN, InGaN und AN 
GalnP hcrgestclit wordcn sind und die farbiges Licht von 
den LED-Chips abstrahlen, wenn sic elektrisch aktiviert 
werden. 

(0003] Die Charakteristika solchcr LED-Gerate werden 
typischerweise bestinunt in Verbindung mit den Farben des 
emittierten Lichts, der Lichtstarke und dem Betrachtungs- 
winkel. Deraxtige Charakteristika von LED-Geraten werden 
in crstcr Linic bestimmt durch die physikalischen und che- 
mischen Charakteristika der Verbindungshalbleitermateria- 
lien der LED-Chips und zum zweiten durch die Gehause- 
struklur zum Unlerbringen der LED-Chips darin, Beim 
Stand der Technik sind die Charakteristika solcher LED-Ge- 
rate wie sie durch die Entwicklung der Verbindungshalblei- 
termaterialien von LED-Chips crreicht werden, in uner- 
wiinschtem Mafic begrcnzt. Es sind daher verbesserte Struk- 
turen von LED-Gerate in den vergangenen Jahren in groBem 
Umfang untersucht worden, um zusatzlich zum Studium der 
Halbleitermaterialien der LED-Chips Anstrengungen zu un- 
temehmen, um den Erfordernissen an eine hohe Lichtstarke 
und einem erwiinschten Betrachtungswinkel (man kann sich 
auch auf eine Winkelverteilung der Lichtstarke beziehen) 
gcrccht zu werden. Dies bcdcutet, dass bei der Konstruktion 
von LED-Gerate in den vergangenen Jahren es mehr darauf 40 
ankarn, die Verbindungshalbleitermaterialien der LED- 
Chips als primaren Konstruklionsfaktor zu betrachten und 
die Struktur des LED-Gehauses nur als zweitrangigen De- 
signfaktor. 

[0004] Insbesondere werden aber sowohl die Lichtstarke 45 
als auch eine Winkelverteilung der Lichtstarke von LED- 
Geraten in erster Linie vom zweiten Designfaktor beein- 
flusst, das heiBt von der Struktur des LED-Gehauses. 
[0005] Zum Beispiel wird ein LED-Gerate vom konven- 
tionellen Lampentyp gemaB Fig. la mit einem konventio- SO 
nellen LED-Gerat mit Oberflachenmontage nach Fig. lb in 
ihrer Gerate- oder Gehausestruktur wie folgt verglichen: Im 
Falle des konvcntioncllen LED-Gcrats vom Lampentyp 10 
gemaB Fig. la mit zwei Leitem 3a und 3b, ist der zweite 
Leiter 3b an seiner Oberseite mit einer Metallelektrodenfla- 55 
che versehen, die eingedriickl ist, um eine Vertiefung mit ge- 
neigten Seitenflachen mit bestimmten Neigungswinkeln zu 
bilden. Ein LED-Chip 5 ist in der Vertiefung der Metalieiek- 
trodenoberfiache gehaltert. Die beiden Leiter 3a und 3b mit 
dem LED-Chip 5 sind, in einem halbsphanschen Gehause 7 60 
aus transparentem GieBharz eingepackt und bilden somit ein 
lampenaitiges LED-Gerat 10. Das LED-Gerat 20 vom her- 
komrnlichen Oberflachcnmontagetyp gemaB Fig. lb besleht 
aus einem gegosscnen Geratckorper 11 aus Epoxyharz und 
einem auf der Oberflache dieses Korpers 11 an einem Chip- 65 
montagebereich befestigten LED-Chip 15. Der LED-Chip 
15 ist mit einer (nicht gezeigten) Elektrode durch eine Mehr- 
zahl von Drahten 13 verbunden. 



[0006] Beim konventionellen lampenformigen LED-Ge- 
rat 10 wirkt das halbspharische Gehause 7 als Linse, die in 
der Lage ist, die Winkelverteilung der Lichtabstrahlung zu 
stcuern. Insbesondere steuert das hemispharische Gehause 7 
die Winkelverteilung der Lichtabstrahlung derart, dass die 
Verteilung schmal wird, wodurch die Lichtintensitat bei ei- 
nem vorbestimmten Winkel zunimmt. Dariiber hinaus wird 
das vom LED-Chip 5 abgestrahlte Licht durch die Metall- 
elektrodenoberflache des zweiten Leiters 3b reflektiert, so- 
dass die Lichtintensitat des LED-Chips 5 dadurch vejgro- 
Bert wird. Im Vergleich zu einem solchcn lampenformigen 
LED-Gerat 10 weist das oberflachenmontierte LED-Gerat 
20 eine breitere Winkelverteilung der Strahlung und eine ge- 
ringere Strahlungsintcnsilat auf. Man erkennt also, dass die 
is Geratestruktur Strahlungsinlensitat und die Winkelvertei- 
lung der Strahlung solcher LED-Gerate beeinflusst. 
[0007] Aus diesem Grund ist zur Erreichung der ge- 
wiinschten Charakteristika von LED-Geraten bercits vorgc- 
schiagen worden, ein oberflachenmontiertes LED-Gerat mit 
20 einer zusatzliche Lichtreflexionsflache zu versehen, die ge- 
bildet ist durch Aufbringen eines Metalliiberzugs auf eine 
geneigte Seitenflache des Chipmontagebereichs des Gerate- 
und Gehausekorpers und durch Auswahl eines vorbestimm- 
ten Reflexionswinkels. 
25 [0008] Im Gegensatz zu solchcn LED-Geraten mit gegos- 
senem Kunststoffkorper ist es nahezu unmoglich, die Lumi- 
nanz oder den Verteilungswinkel der Strahlung eines ande- 
ren Typs vom LED-Geraten in wiinschenswerter Weise zu 
kontrollieren, die namlich einen Keramikkorper aufweisen, 
der aus laminierten Keramiksubstraten besteht und in den 
vergangenen Jahren in groBem Umfang eingesetzt wird. Der 
Chipmontagcbcrcich eines solchen Keramikkorpcrs muss 
durch einen Stanzvorgang, einen Laminiervorgang und ei- 
nen Schneidvorgang gebildet werden, abweichend von den 
gegossenen Kunststoffkorpem mit Chipmounting-Berei- 
chen, die wahrend eines KunststoffinjektionsgieBvorgangs 
erzeugt werden. Es ist sehr schwierig, eine Seitenflache des 
Chipmontagebereichs eines Keramikkorpers in der Weise 
auszuformen, dass die Seitenflache einen gewiinschten Re- 
fiexionswinkel aufweist. 

[0009] Die Fig. 2 zeigt einen S chnitt durch ein kon ventio- 
nelles LED-Gerat mit einem solchen Keramikkorper. Wie in 
der Zeichnung dargestellt ist, bes teht der Keramikkorper des 
LED-Gerats 30 aus zwei Keramiksubstraten 21 und 22, von 
denen jedes durch Laminieren einer Mehrzahl von Kerarnik- 
schichten gebildet ist. Von diesen Keraxniksubstraten 21 und 
22 ist das untere Substrat 21 an seiner Oberseite mit einem 
Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines LED-Chips 25 
versehen. Eine Elektrode 23 erstreckt sich auBen an der 
Kante des Chipmontagebereichs zur unteren Oberflache des 
unteren Keramiksubstrats 21, um einen Teil dieser TJnter- 
seite zu bedecken, nachdem es die Seitenflache des unteren 
Keramiksubstrats 21 passiert haL Der LED-Chip 25 ist elek- 
trisch mit der Elektrode 23 unter Verwendung einer Mehr- 
zahl von Drahten 27 durch ein Drahtverbindungsverfahren 
verbunderT. Das obere keramische Substrat 22 ist mit der 
Oberflache des unteren Keramiksubstrats 21 verbunden und 
bildet eine vorbestimmte Vertiefung, welche den Chipmon- 
tagebereich umgibt. 

[0010] Die den Chipmontagebereich des Keramikkorpcrs 
umgebende Vertiefung wird durch einen Stanz- oder 
Schneidprozess gebildet, sodass die Innenflache des Kera- 
mikkorpers, welche die Vertiefung begrenzt, als vertikale 
Flache ausgebildet ist. Daher ist es - im Gegensatz zu LED- 
Geraten mit im Wege eines GieBprozesses gebildeten 
Kunststoffkorpem - schwierig, eine Metal Ischicht auf der 
vertikalen Innenflache des Keramikkorpers aufzubringcu. 
An der vertikalen inneren Flache des Keramikkorpers kann 
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cine zusalzlichc genciglc Hiichc aus KunstslolT angebracht 
werden. mil eincr aufgebrachten Melallschicht auf der ge- 
ncigicn KunsisiolTllachc. urn die vorslehend erwahnicn Pro- 
blcmc zu iiherwinden. liinc dcrarlige gcncigie KunsisiolV- 
ohcrflachc kann abcr Icichl deformiert werden und cs isl fasi 5 
unmciglich. cine gcwiinschle Ucflckiorfliichc am Keramik- 
korper anzuhringen. 

{0011 1 Bei den konveniionellcn UiD-Gcraien mil Kera- 
mikkorpern isl es nur moglieh, die llclligkeit und die Win- 
kclvcricihing der Sirahlung durch Veriinderung der Dimen- 10 
sion des ('hipmonlagchereichs und/oder der Oickc des ohe- 
ren Kcramiksuhsirais. der die I Tone der Verticfung be- 
siinuui. /.u sieuern, Hs isl daher schwicrig, IJtD-Geraie mil 
Keramikkorpern zu sehalVcn, die die Anforderungen an 
iu)he IJchtiiucnsiiui und cine gcwiinschle Winkclvcrlcilung 15 
der Slrahhmg crfullen. Die Keramiksubsiraic derariigcr 
IJ.iD-Gcriile hahen jedoch cine hohc Wamudcillahigkeii 
und cincn hohercn Wanncablcilcflcku und loscn damil das 
Problem der ihermisclien Aliening von LED-Gcraicn und 
Ihermischer Spannungen der Geraiekbrper. wie sie durch die 20 
von den l.HIM'hips ausgcsirahltc Hiize verursachi werden. 
lis isl daher erwunsehi. elTekiivere LED-Gcriilc vorzuschia- 
geii. wclche derartige Keramiksubsiraic mil holier Wiirme- 
leiifahigkeii und einem hohen Wanncahleiieffcki verwen- 
den und dahei die Siruklurcllcn Hchlcr iiberwinden, die his- 25 
her bei konveniionellcn LHD-Geniien mil Keramikkorpern 
infolge der veriikalcn inneren Flachen des Keramikkorpcrs 
auftreien und /.u Schwierigkeilcn bei der Sleuerung der 
Liehtstarke und der Winkelverieilung der Sirahlung von 
LKD-Geratcn tlihren. 30 
|0012J Dem/iifolge wurde die voriicgende lirfindung gc- 
niacin unicr Bcrucksichtigung der Problcntc tin Stand der 
Tcchnik und ein Ziel der vorliegcnden Erfindung isl es. cin 
LED-Genii zu schaficn, welches eincn Kcramikkorper, be- 
siehcnd aus laminienen Keramiksubstratcn, aufweist und 35 
der cine renekLierende Platte aus eincr diinnen Metallfolic 
bcsiizi, die an der venikalcn Innenflache des Keramikkor- 
pers, die die Vcrticfung des Chipmonlagebercichs bildel, hc- 
lesiigt isl und das auf dicsc Art und Wcisc cine verbesscne 
Warmcvcneilung und zusatzlich einc einfache Sleuerung 40 
der Liehtstarke und der Winkelverieilung der Lichtsiarke 
bewirkl. 

[0013] Um dicse Ziel zu crreichen, sichl die voriicgende 
Erfindung ein LED-Gerat vor, umfassend: ein ersles kcrami- 
sches Substrai mil einem Chipmontagcbercich auf der Ober- 45 
scitc davon und mil einem vorgcgcbcncn Icitcndcn Muster, 
das um den Chiprnontagebereich angcordnet ist, wenigstens 
einem LED-Ghip, der auf dem Chipmoniagebereich des er- 
sien Keramiksubsirais gehalteri isl und mil dem leitenden 
Muster verbunden ist, ein zweites Keramiksubstral, das auf 50 
dem ersten Keramiksubstral monticrt ist und einc Ausneh- 
mung in eincr Position entsprcchend dem Chipmoniagchc- 
reich aufweist und einc rcfickticrcndc Plane aus Metal! . die 
in der Ausnehmung des /.weiien Keramiksubsirais angcord- 
nei isl. um den LED-Chip /.u umfassen. s< > 
1 0014 1 In diescm LED-Gerat hat die reflcklicrende Plaile 
vor/.ugsweise cine kegclstunmfloniugc Siruktur, wobei der 
Durchmcsser am nbercn linde groBer isl als ;mi unleren 
Endc. 

|00LS| In einem solchen Hall kann die reflcklicrende Plane '*> 
die Winkelverieilung der I.ichlsiarkc des LED-Chips durch 
Veriinderung des Neigungswinkels der Seitenwand der rc- 
llcklierenden {Malic sieuern, wobei die Neigung der Seilcn- 
wantl durch cine Dilfercnz in den Ourchniessern /wischen 
dem oberen Endc und rlem unleren linde der redekiierende fa 
Phille hewirkl wird. '/iisiil'/Jich k:mn die redekiierende 
Plane die Leuchistiirke de:. {.!•!)-( 'hips durch Veriindcriinp 
der den I.ED-(!hip umj.'cbenden Hiichc stcuern. I);jriiher 
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hinaus kann die redekiierende Plane die Ecuchisiarkc des 
LED-Chips dadurch sieuern, dass sie aus Melallen ausge- 
wahlt wird, die verschiedene Relkktiviiaicn aufweiscn. Die 
voriicgende Erfindung scharVl somil cine Vielzahl von LED- 
Gcriiicn. die unier Verwendung keramischcr Substrate her- 
gcsiellt werden und einc Leuchistarkc und cine Winkelver- 
ieilung der Ixjuchistarkc besiizen. die jeweils entsprechend 
den Wunsehen des Benuizcrs gesleuert werden konnen. Bei 
einem erlindungsgemaBen KHO-Geral ist die relleklierenile 
Plane bevorzugl an der Oberllachc des zwciicn Keraniik- 
suhsirais rund um die Oherkante der Ausnehmung moniieri, 
sodass Wiimic wirksam zu AuBcnscile des LliD-CJeriiis ver- 
teih wird. Um cs der reflektierenden Plane zu erlauben. ef- 
fckliv Warme zur AuBcnscile des Cierals zu leiten. ist die 
Montage der reflektierenden Plaile an der Oberseile des 
zweitcn Keramiksubsirais bevorzugl durch cin Bindemittel 
auf Silikonbasis bcwerksiclligi. das cine hohc Wanneleilla- 
higkeil aufweist. 

[0016] Um den Warmeableilungseffckt des LHD-Cjcrats 
zu vergroBern, ist der LED-Chip luftdicht durch ein gegos- 
scnes Isolationsteil verpacku das aus iransparentem Ibrniba- 
rem Material besiehi und mil der rencktierenden Platte ver- 
bunden isl. In einem solchen l*all wird die Warme vom 
LRD-Chip wirksam /ur rellekiierenden Plane vcrtcill, die 
cine de rati hohc Warmcleiifahigkcil aufweist. Bei der vor- 
liegcnden Erfindung ist das ixansparenle formbare Maierial 
des gegossencn odcr ge.spriiz.ien rsolierteils cni.wedcr lip- 
oxyharz txler ein Har/. auf Silikonbasis. Selbstvcrsiandlich 
ist es auch moglieh. andere Kunstsioffe mil hoher I.eitfahig- 
kcit als transparcntes tonnbares Material des gctbrnilen Iso- 
liencils zu verwenden. 

10017] Noch vorleilhafier ist es. die Obcrkanlc der rellek- 
iierenden Platte bis zu eincr vorgegebenen Position der 
Obcrflache des zweiien Keramiksubsirais zu erstrecken, um 
noch wirksamcr Warme von der refiektierenden Plane zu 
verieilen. 

|0018 1 In einem anderen Ausfiihrungsbeispiel der Hrlin- 
dung hat das LED-Gerai cine halbkugclformige Linsc. wel- 
chc das Obericil der Ausnehmung des zwciicn kcramischen 
Substrats uberdeckt. In diescm Pall isl es moglieh, die Win- 
kelverieilung der Lichtstrahlung des LED-Chips durch Vcr- 
leilung der Krummung der Linse /.u sieuern. Die hemispha- 
rische Linse bcstehi vorzugsweise aus Polymcrmaterial. 
[0019] ErundungsgcmaB besiehi das erstc Kcramiksub- 
slrat vorzugsweise aus einem Keramiksubslrattcil, das cine 
WanncvcrtcilolTnung aufweist, die durchgehend angcordnet 
ist und einer Kcramikplatte, welche die Warmcverteiloff- 
nung an der Obernache des KeramiksubsiraUcils abdecki. In 
diescm Fall sind sowohl der Chipmoniagebereich als auch 
das clektrisch leitende Muster auf der Obcrflache der Kera- 
mikplattc angcordnet. Die WarmevcrieildurchgangsoiVnung 
des KeramiksubsiraUcils isl mil Melallpasle ausgelullt. 
(0020J Weiterc Vorleilc, Merkmalc unrl liinzclheitcn der 
lirfindung crgeben sich aus der nacht'olgendcn Beschrei- 
bung eines Ausl'uhrungsbeispicls sowie anhand der Zeich- 
nung. Dahei /.eigen: 

[0021 j Ki^. la und lb sehemaiisehe Ansichten der Kon- 
siruktion herkiiinmlichcr I JilXicraie. 
|00221 2 cincn Schnili (lurch ein herkommlichcs 

Ll'D-Cierat aus Keramiksuhsirulen, 

|0023J KiK- 3 cinc pcrspekiivischc lixplosionsdarsiellung 
der Konsirukiion cincs L1:D-Gerais mil einer renekiieren- 
den Plaile enisjircchcnd einem ersien Ausfulirungshcispicl 
der vorliegcnden Hrlindung, 

|0024 1 4^ und 4h Afisichl eines I ,liI)-C ieniis gcinXM 

einer /wei ten Aiislnhrungslnrm der l'!rhmlnn>>. 
[00251 Kin. .i cine pcrspekiivischc lixplnsionsclsirsicllung 
der Konslrukiiun eines LED-^ieriils mil einer rcMckticrcn 
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den Platte entsprecheod einem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung, 

[0026] Fig. 6 einen Schnitt durch ein LED-Gerat entspre- 
chcnd cincr vicrtcn AusfUhrungsform dcr vorliegenden Er- 
findung, 5 
[0027] Fig. 7 eine Ansicht eines LED-Gerats entspre- 
chend einer fiinften AusnUhrungsform der Erfindung und 
[0028] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines LED-Ge- 
rats entsprechend einer sechsten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung. 10 
[0029] Bci dcr Bezugnahmc auf die Zcichnungcn ist anzu- 
merken, dass die gleichen Bezugszeichen in den verschiede- 
nen Zeichnungen jeweits gleiche oder ahnliche Komponen- 
ten bezeichnen. 

[0030] Die Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsdar- 15 
stellung und zeigt die Konstruktion eines LED-Gerats mit 
einer reflektierenden Platte entsprechend einem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel dcr vorliegenden Erfindung. Diese Zeich- 
nung zeigt das LED-Gehause mit einer reflektierenden Me- 
tallplatte 120, die vom Chipmontagebereich des Gehause- 20 
korpers getrennt ist 

[0031] Die reflektierende Metallplatte 20 besteht aus einer 
diinnen Metallfolie mit hoher Reflektivitat und weist eine 
Kegelstumpfform auf, wie es in der Zeichnung dargestellt 
ist. Bci der kegclstumpffbrmigen reflektierenden Platte 120 25 
ist der Durchmesser "R" am oberen Ende vorzugsweise gro- 
Ber als der Durchmesser V am unteren Ende. Bei der vor- 
liegenden Erfindung ist es moglich, die Strahiungsintensilat 
des LED-Chips etwas zu erhohen, indem man eine zylindri- 
sche reflektierende Platte in den Chipmontagebereich ein- 30 
bringt, ohne dass Durchmesserunterschiede am oberen und 
am unteren Ende bestchen. Es ist jedoch bevorzugt die re- 
flektierende Platte so auszubilden, dass sie einen Durchmes- 
serunterschied zwischen den Durchmessem "R" und V am 
oberen und unteren Ende aufweist und eine gewiinschte 35 
Winkelverteilung der Luminanz und eine gewiinschte Erhd- 
hung der Strahiungsintensilat durch Steuerung der DifFerenz 
"R— r" besitzt. 

[0032] Die reflektierende Platte 120 wind vorzugsweise in 
der Weise hergestellt, dass man ein diinnes Kupferbiech ei- 40 
nem Extrusionsprozess oder einem Formprozess unterwirft. 
Es soli jedoch angemerkt werden, dass die reflektierende 
Platte 120 auch aus einem anderen Metallblech anstelle des 
diinnen Kupferblechs hergestellt werden kann, wenn dieses 
Metallblech eine gewiinschte hohe Reflektivitat besitzt und 45 
so diinn ist, dass das Blech einfach in die gewiinschte zylin- 
drische oder kegelstumpfformige Gestalt durch einen Extru- 
sionsprozess oder eine Formprozess gebracht werden kann. 
[0033] Wahrend des Herstellverfahrens der reflektieren- 
den Platte 120 soli vorteilhafter Weise ein Stutzflansch 120a 50 
langs der oberen Kante der reflektierenden Platte 120 ange- 
formt werden. In dem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel ist 
ein Stiitzflansch 120a integral und kontinuierlich langs der 
kreisfbrmigen oberen Kante der reflektierenden Platte 120 
angeformt. Es sollte aber klar sein, dass es auch moglich ist, 55 
eine bestimmte Anzahl von Stiitzflanschen an gewiinschten 
Sektionen der Oberkante der reflektierenden Platte 120 an- 
zuformen, ohne dass dabei die Funktions weise der erfin- 
dungsgema'Ben Konstruktion beriihrt wird. Wenn die reflek- 
tierende Metallplatte 120 mit einem solchen Stutzflansch 60 
120a in die Ausnehmung obcrhalb des Chipmontagebe- 
reichs des LED-Gerats bzw. LED-Gehauses eingesetzt wird, 
ist es moglich, dass die reflektierende Platte 120 an der 
Oberseite des Keramiksubstrats mit dem Stutzflansch 120a 
aufliegt. Die reflektierende Platte 120 ist damit stabiler am 65 
LED-Gehause befestigt. In einem solchen Fall wird bevor- 
zugt ciu BiuucuiiLLcl auf oilikonbaSis vci Wcuucl, urn die re- 
flektierende Platte 120 mit dem LED-Gerat zu verbinden, 



um die Warmeverteilwirkung des LED-Gehauses zu erho- 
hen, wie nachfolgend im Einzelnen naher erlautert werden 
soli. 

[0034] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, kann die reflektierende 
Metallplatte 120 einfach in die Ausnehmung oberhalb des 
Chipmontagebereichs des LED-Gehauses eingesetzt wer- 
den. Das LED-Gehause nach der vorliegenden Erfindung 
soli im Einzelnen wie folgt beschrieben werden: Das LED- 
Gehause unter Verwendung keramischer Substrate gemaB 
der vorliegenden Erfindung umfasst ein erstes Keramiksub- 
strat 101, das einen Chipmontagebereich an seiner Oberfla- 
che zum Haltern des LED-Chips 105 darauf aufweist. Eine 
Elektrode 103 ist auf der Oberflache des ersten Keramiksub- 
strats 101 gebildet und mit dem LED-Chip 105 durch eine 
Mehrzahl von Drahten 107 verbunden. Die Elektrode 103 
wird durch ein leitfahiges Muster gebildet. Ein zweites Ke- 
ramiksubstrat 102 ist auf dem ersten Keramiksubstrat 101 
monticrt und weist eine Ausnehmung an einer Position auf, 
die dem Chipmontagebereich entspricht. Das erste und das 
zweite Keramiksubstrat 101 und 102 konnen vorzugsweise 
aus Aluminiumoxid oder SiC bestehen. Der Korper des er- 
findungsgemaBen LED-Gerats besteht aus den beschriebe- 
nen keramischen Substraten 101 und 102, sodass die Seiten- 
flache der Ausnehmung im zweiten keramischen Substrat 
102 den Chipmontagebereich des ersten keramischen Sub- 
strats 101 umgibt, wobei sie unvermeidlich als vertikale Fla- 
che in gleicher Weise ausgebildet ist, wie dies im Zusam- 
menhang mit dem Stand der Technik bereits beschrieben 
wurde. GemaB der vorbegenden Erfindung ist diese verti- 
kale Seitenflache der Ausnehmung von einer reflektierenden 
Metallplatte 120 uberdeckt. Im Betrieb des LED-Gerats re- 
flekliert die den LED-Chip umgebende reflektierende Platte 
120 das vom Chip abgestrahlte Licht, sodass die Lichtinten- 
sitat des LED-Chips erhoht wird. In einem solchen Fall ist es 
moglich, eine gewiinschte Winkelverteilung der Leucht- 
dichte des LED-Chips durch Steuerung des Neigungswin- 
kels der Seitenflache der reflektierenden Platte 120 beim 
Herstellungsprozess der Platte 120 zu steuern. Um die Re- 
flektivitat der reflektierenden Platte 120 zu erhohen, kann 
die reflektierende Platte 120 mit einer Beschichtung aus Sn, 
SnPb oder Ag versehen sein. 

[0035] Bei der vorliegenden Erfindung kann die reflektie- 
rende Platte als Warmesenke zum Verteilen von Hitze vom 
LED-Chip zur AuBenseite des LED-Gehauses wirken, zu- 
satzlich zu ihrer Originalfunktion zur Steuerung der Leucht- 
starke des LED-Chips und der Winkelverteilung der Strah- 
lung. Die reflektierende Metallplatte, die als Warmesenke 
dient, ist in den Fig. 4a und 4b anhand eines zweiten Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung gezeigt. 
[0036] Die Fig. 4a zeigt einen Schnitt durch ein LED-Ge- 
rat gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung. In gleicher Weise wie dies im Zusarnmenhang mit 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 beschrieben 
worden ist, umfasst das LED-Gerat dieser zweiten Ausfiih- 
rungsform zwei Keramiksubstrate: ein erstes Keramiksub- 
strat 151 und ein zweites Keramiksubstrat 152, das auf dem 
ersten Keramiksubstrat 151 montiert ist. Das erste Keramik- 
substrat 151 hat einen Chipmontagebereich auf seiner Ober- 
flache zum Aufsetzen eines LED-Chips 155. Auf dcr Ober- 
flache des ersten Keramiksubstrats 151 ist in einer Position 
um den Chipmontagebereich ein leitendes Muster aufge- 
bracht, das eine Elektrode 153 bildet. Die Elektrode 153 ist 
mit dem LED-Chip 155 durch eine Mehrzahl von Drahten 
157 verbunden, sodass elektrische Ansteuerenergie dem 
Chip 155 zugefuhrt werden kann. Bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel erstreckt sich das leitende Muster der Elektrode 153 
VGrZUgSwciSc bis Zul ufitciSCuc uc5 ciSlcfj kciajmSCii£ri 

Substrats 151 nachdem es tiber die Seitenflache des Sub- 
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strats 151 gezogen worden ist, wie dies in der Zeichnung 
dargestellt ist. Das leitende Muster der Elektrode 153 be- 
steht vorzugsweise aus einer Ag/Ni/Au-Schicht. 
[0037] Das zwcite keramische Substrat 152 wcist eine 
Ausnehmung an der Stelle auf, die dem Chipmontagebe- 5 
reich des ersten keramischen Substrats 151 entspricht. Das 
zweite keramische Substrat 152 ist auf der Oberseite des er- 
sten keramischen Substrats 151 montiert und bildet einen 
Chipmonlageraum zum Haltern des LED-Chips 155 darin. 
In diesera zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Warmever- 10 
tcilloch HI durch das erste keramischc Substrat 151 an eincr 
Stelle eingebracht, die dem Chipmontagebereich entspricht, 
sodass Warme vom LED-Chip 155 wirkungsvoll zur Au- 
Benseite des LED-Gehauses abgegeben werden kann. In 
dem LED-Gehause mit einem solchen Warme verteilloch HI 15 
im ersten keramischen Substrat 151 ist es notwendig, die 
Oberseite dieses Warmeverteillochs HI zur Bildung eines 
Chipmontagebereich abzudecken. Dahcr besteht das erste 
keramische Substrat 151 dieses LED-Gehauses nach Fig. 4a 
und 4b aus einem keramischen Substratteil 151a, das das 20 
Warmeverteilloch HI aufweist und dieses Teii 151a durch- 
setzt und einer keramischen Folie 151b, welche die Oberfla- 
che des Keramiksubstratteils 151a ebenso wie das Warme- 
verteilloch HI iiberdeckt. Die Keramikfolie 151b schafft so- 
mit den gewiinschten Chipmontagebereich und uberdeckt 25 
die Oberseite des Warmeverteillochs HI. 
[0038] Wie in Fig. 4b dargestellt ist, die eine Aufsicht auf 
das LED-Gerat gemaB einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt, ist eine reflektierende 
Metallplatte 170 in den Chipmontageraurn eingesetzt, der 30 
durch die Ausnehmung des zweiten keramischen Substrats 
152 gebildet wird und umgibt den LED-Chip 155, der auf 
dem Chipmontagebereich montiert ist In diesem zweiten 
Ausfiihrungsbeispiel weist die reflektierende Platte 170 ei- 
nen Stiitzfiansch 170a auf, mit dem die reflektierende Platte 35 
170 auf der Oberflache des zweiten keramischen Substrats 
152 aufsitzt und der mit dem Bereich W A" der Oberflache des 
Substrats 152 unter Verwendung eines Klebers auf Silikon- 
basis mit hoher thermischer Leitfahigkeit verbunden ist. Der 
Stutzflansch 170a der langs der Oberkante der reflektieren- 40 
den Platte 170 angefonnt ist, hat einen eine Breite "P", die es 
dem Stiitzfiansch 170a erlaubt, wirksamer Warme von der 
reflektierenden Platte 170 zur AuBenseite des LED-Gehau- 
ses abflieGen zu lassen. In einem solchen Fall wird die 
Warme primar vom LED-Chip 155 zur reflektierenden 45 
Platte transfcriert und sekundar Qber den Stiitzfiansch 170a 
an die Umgebung des LED-Gerats abgegeben. 
[0039] Ein Isolierharz ist im Chipmontageraurn des LED- 
Gehauses gemaB dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel ange- 
ordnet und bildet sornit ein Isolierteil 159. Dieses Isolierteil 50 
159 ist mit der reflektierenden Platte 170 verbunden und er- 
moglicht einen effektiveren Warmetransfer vom LED-Chip 
155 zur reflektierenden Platie 170. Das Isolierteil 159 be- 
steht vorzugsweise aus einem transparenten Epoxyharz oder 
einem Harz auf Silikonbasis. Es versteht sich aber, dass das 55 
Isolierteil 159 auch unter Verwendung anderer formbarer 
Isoliermaterialien hergestellt werden kann, solange dieses 
Material transparent ist und eine hohe elektrische Leitfahig- 
keit aufweist. 

[0040] In dem LED-Gerat nach den Fig. 4a und 4b wird 60 
die reflektierende Metallplatte 170 gleichzeitig als Warme- 
verteileinrichtung benutzl, die die Warme vom LED-Chip 
155 durch das Isolierteil 159 hindurch email und die Warme 
an die Umgebung des Gerats iiber den Stiitzfiansch 170a, 
der auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 152 65 
aufsitzt, abgibt. 

[0041] Die Fig. 5 zeigt ein LED-Gerat mit einer reflektie- 
renden Metallplatte 190 entsprechend einem dritten Ausfiih- 



rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Im Unterschied 
zura kreisformigen Stiitzfiansch 170a der reflektierenden 
Metallplatte 170 nach dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel hat 
der Stutzflansch 190a der reflektierenden Metallplatte 190 
bei diesem dritten Ausfiihrungsbeispiel ein rechteckiges 
Profil annlich zu dem des LED-Gehauses selbst. Die Ober- 
flache dieses Stiltzftansches 190a mit Rechteckprofil ist gro- 
Ber als das des Stiitzflansches 120a gemaB Fig. 3 oder des 
Stiitzfiansches 170a der Fig. 4a und 4b, sodass dieser 
Warme effektiver an die AuBenseite des Gehauses verteilen 
und abgeben kann. In der vorliegenden Erfindung kann die 
Form des Stiitzflansches der reflektierenden Metallplatte frei 
entsprechend dem Profil des LED-Gehauses unter einer be- 
notigten Warmeverteilwirkung abgeandert werden ohne die 
Funktionsweise der Erfindung zu beriihren. 
[0042] Die reflektierende Metallplatte dieser Erfindung 
kann vorteilhafterweise bei LED-Geraten oder LED-Gehau- 
sen verwendet werden, die unterschiedliche keramischc 
Substratstrukturen aufweisen mit vertikalen Innenflachen 
zur Bildung eines Chipmontageraums des Gehauses. Die 
Fig. 6 ist ein Schnitt durch ein LED-GerSt entsprechend ei- 
ner vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
[0043] Bei diesem vierten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 
6 besitzt das LED-Gehause ein erstes Keramiksubstrat des- 
sen Struktur unterschiedlich von der nach den Fig. 4a und 4b 
ist Das zweite Keramiksubstrat 202 dieses LED-Gehauses 
weist eine Ausnehmung in der gleichen Weise auf, wie dies 
fur das zweite Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist. Das erste Keramiksubstrat 201 die- 
ses vierten Ausfuhrungsbeispiel besteht jedoch aus einem 
unteren Keramiksubstratteil 201a und einem oberen Kera- 
miksubstratteil 201b. Das unterc Keramiksubstratteil 201a 
weist eine Warmeverteildffnung H2 auf, die durch das Sub- 
stratteil 201a sich hindurch erstreckt und einen reiativ gro- 
Ben Durchmesser aufweist. Das obere Keramiksubstratteil 
201b hat eine GroBe, sodass es im Chipmontageraurn, der 
durch die Ausnehmung des zweiten Keramiksubstratteils 
202 gebildet ist, eingesetzt werden kann. Das obere Kera- 
miksubstratteil 201b dient als Keramikschicht oder Kera- 
mikfolie, die die Warmeverteildffnung H2 oben verschlieBt 
und bildet einen Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines 
LED-Chips 205. In diesem vierten Ausfuhrungsbeispiel ist 
eine kegelstumpfformige reflektierende Metallplatte 220 in 
den Chipmontageraurn des Gehauses eingesetzt, sodass die 
Platte 220 auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 
202 mit ihrem Stutzflansch aufliegend montiert ist. Der 
Durchmesser am oberen Ende der kegelstumpffbrmigen re- 
flektierenden Platte 220 ist grSBer als am unteren Ende. 
[0044] Die Gehausestruktur gemaB der vorliegenden Er- 
findung kann vorzugsweise und sehr einfach bei jedem Typ 
eines LED-Gerats verwendet werden, wenn das LED-Gerat 
einen Chipmontageraurn aufweist, der von einem Keramik- 
substrat gebildet ist. 

[0045] Die Fig. 7 ist eine Ansicht eines LED-Gerats ent- 
sprechend einem funften Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung. Wie. in Fig. 7 gezeigt ist, bleibt die allgemeine Form 
des LED-Gehauses 250 dieses funften Ausfiibrungsbei- 
spiels das Gleiche wie es fUr das LED-Gehause entspre- 
chend dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist, jedoch ist die Oberseite des Chip- 
montageraums mit der reflektierenden Metallplatte 270 von 
einer hemispharischen Linse 280 iiberdeckt Diese hemi- 
spharische Linse 280 ist unler Berucksichtigung des hemi- 
spharischen Gehauses gestaltet, wie es bei konventionellen 
Lampentyp LED-Geraten gemaB Fig. la verwendet wird. 
Die hemispharische Linse 280 besteht vorzugsweise aus Po- 
lymerrnaterial. Diese hemispharische Linse 280 wird vor- 
zugsweise benutzt als Mittel zur Steuerung des Lichtaus- 
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iriiiswinkcls cincs LED-Chips des Ciursils 250 durch Veriin- 
dcrung der Verio i I urn! dcr Krunininng clcr Li use 280. 
(00461 Die Gehausesirukiur genial.* dicser lirlindung kann 
vorzugsweisc hei I.ED-Geraicn bcnui/i werden, die cine 
Mehrzahl von LED-Chips aufweiscn. Die Kif». S /.eigi cine s 
pcrspekiivisehc Ansichi cincs LED-Gcrals mii'sowohl eincr 
rcnekliercndcn Plane unicr cincr Mchr/ahl von LED-Chips 
cnisprechend cincm scehsien Ausluhrungsheispicl dcr Hr- 
lindung. 

10047 1 Wiu in Kig; S dargestelli heslchl das LED-Gerai i() 
310 tics scehsien- Ausl'iihrurigshcispiels aus cincm ersien 
Kcramiksuhsirai 301 und cincm zwciicn Kerumiksuhsirai 
302 und csenihali vicr LED-Chips in scincm Chipmoniage- 
raimi, dcr durch die Keraniiksuhsirale 301 und 302 gehildci 
wird. Die vicr LED-Chips 305a. 305h, 305c und 305d dieses 15 
Ausliihrungsbcispicls sincl mil Ilillc cincr Mehrzahi von 
Driihicn mil cincr Mchr/ahl von Elcklrodcn 303 verhunden. 
In gleicher Weisc wic cs fur das fiinfic Ausfuhrungsbcispicl 
heschriehen worden isi, isi auch hicreinc rellcklicrendc Me- 
lallplaiie 320 in den Chipmoniagcraum des Gchauses 310 20 
eingchniehi. utn die vicr LED-Chips 305a. 305b, 3()5c und 
305d 7.u umgeben. 

|004S1 Wic vorstcheiul heschriehen, schath die vorlie- 
gende Erlindung ein UiD-Gchiuisc. welches aus kerumi- 
schen Snbsiraien hcsichi und cine renckiicrendc Meiall- 25 
plane aulwcisi. die in cincm Chipnioniagerauin eingeseizi 
isi, der durch die Keraniiksuhsirale gehildci wird. In dem er- 
lindungsgcuiatlen LED-Gchliuse wird dcr Chipmonlugc- 
rauni in die Keraniiksuhsirale des Gchauses, wobei der 
Ratlin venikalc Sciicnflachen aulwcisi , durch ein Stanzvcr- :¥) 
lahren cingehrachi. lis isi ahcr cine rcflckiicrendc Plane aus 
cincr dtinncn Meiallplattc in den Chipmoniagcraum einge- 
seizi, sodass es nioglich isi die Lichtiniensiiai des LED- 
Chips und die YVinkelvcricilung der Slrahlung in gewisscr 
Wcise frci /.u sieuern. Die rcflekiicrcndc Metallplaue geniafi :*5 
der Erfindung dieni gleichzeilig als Wannesenke und vcr- 
icili Wiirine vom LED-Chip wirksam in die Unmebuna des 
LHD-Gcrals. 

|00491 Ohglcich bevor/ugic Ausfuhrungsbeispiclc der 
vorlicgcndcn Erfindung zu dercn Illusiricrung heschriehen 40 
worden sind erkenni ein Fachmann ohnc wcitcres, dass vcr- 
schiedenc Modihkationen Erganzungen und Abandcrungen 
nioglich sind ohnc den Schuizbereich und den Geisi dcr Er- 
lindung wic cr in den anliegcndcn Anspriichen dargcsielli isi 
zu verlasscn. 45 

Palcnlunspruchc 

1. Lichicniissionsdiodcngeral. unilassend: 

ein urstes Kcramiksubstrai mil cincm Chipinoniagebc- 50 
reich aul" seiner Oberseile und versehen mil cincm vor- 
heslimmicn Icitenden Musier nind inn den Chipmonla- 
ge here i eh, 

wcnigslens einen Lichteruissionsdiodcn (LED)-Chip 
* ~ dcr auf dem genannten Chipnioniagubercich des ersien 55 
Kcramiksubsirals aufsil/.l und mil dem Iciicndcn Mu- 
sier verb tindcn isi. 

ein zweilcs Kcramiksuhsirai das aul dem crslen Kera- 
nnksiibslral moniicri isi und cine Ausnchnning an dcr 
Sicllc fjiii'weisi. die dem wenigsiens cincn C'hipmonia- ft> 
gebereich cnisprichi und 

cine rcMckiicrcndc Plane aus Mciall. die innerhalb dcr 
Aiisrielimimg des /.weilcn keramischen Subsirals smve- 
uidnel isi. sndass sic den LED-Chip umrahmt. 

2. Lichlcmissionsdiodengeriil n;ieh Anspruch I. da- f* l » 
durch gckcnn/.cichncl. dass die rclluklicrcriflc Plane 
cine iiu weseniiichen kegcisiuiiipiT6fmijL;c Gesiali ani- 
weisl mil cincm Diirehuiesser am obcrcn Lndc der^ro 
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Ber isi als dcr Durehmcsser am unieren Ende. 

3. Lichicniissionsdiodcngeral nach Anspmch 2, da- 
durch gckcnnzcichnel. dass die rellcklicrendc Plalle die 
Winkclveneilung der Slrahlung des LED-Chips durch 
Vcriindcrung des Ncigungswinkcls dcr Seilcnwand dcr 
rcflckiiercndcn Plane steueri. wobei die Ncigung dcr 
Scilcnwand gebildci wird durch die Diflcrenz ini 
Durehmcsser am obcrcn und unieren Hndc der rcflck- 
iiercndcn Plalle. 

4. Lichlcmissionsdiodengeriil nach Anspruch I. <la- 
durch gckcnnzcichnel. dass die rellcklicrendc I > lalle die 
Slrahlungsinlensilal tics UiD-Chips durch Vcranrie- 
rung dcr den FJiD-C'hip umgebenden Obcrflachc sieu- 
erl. 

5. T.ichicmissionsdiodcngerul nach Anspruch 1, da- 
durch gckcnnzcichnel, dass die rellcktiercnde Plalle die 
Slrahlungsinlensilal des LED-Chips durch Auswahl 
der rcnekliercndcn Plane aus Mci alien mil umcrsehied- 
lichen Rcfleklivitaicn sicucn. 

(). Lichicniissionsdiodcngeral nach Anspruch 1, ria- 
durch gckcnnzcichnel, dass die rellekiicrende Plane 
mil cincr Ubcrzugsschiclu aufder inneren Obcrllachc 
versehen isL 

7. rjehiemissionsfliodengeriii nach Anspruch 6. da- 
durch gckcnnzcichnel. dass die ( Jher/.ugssehiehi aus 
Sn. SnPh oder Ag hcsichi. 

S. Lichiemissionsdiodengcrat nach Anspiuch I. da- 
durch gckcnnzcichnel, dass die renckiicrendc I'laiie an 
dcr ObcrHiiche des /.weilcn Kcramiksubsirals um die 
Obcrkanieder gcnannien Ausnchmung moniicri isi. 

9. Lichlcmissionsdiodengeriil nach Anspruch 8. da- 
durch gekennzeichnct. dass die renckiicrendc Plane 
aufder Oberfiachc des zweiicn Kcramiksuhsirai s unicr 
Vcrwendung cincs Bindemittels auf Silikonbasis mil 
hoher Warmclciifahigkcii montien ist. 

10. TJchtcmissionsdicxlc-ngcrai. nach Anspruch 1. um- 
fassend zusatzlich ein gerormics Isolicricil aus iranspa- 
rcnicm gicBbarcm Material, das den USD-Chip lur'i- 
dichl vcrpackl, wobei dcr genannic Isolicricil mil dcr 
rcnekliercndcn Plalle verbunden isi. 

11. Lichicniissionsdiodcngeral nach Anspruch 10, da- 
durch gckcnnzcichnel. dass das Iranspareme, gicKbarc 
Material des gicKbaren Isolieticils Hpoxyharz oder ein 
Ilarz auf Silikonbasis isi. 

12. Lichrcmissionsdiodcngcral nach Anspruch 1, da- 
durch gckcnnzcichnel. dass die rcflckiicrendc Plane ci- 
ncn Slulzflansch am obcrcn P.nde aufweisl und an dcr 
Oberseile des zwcilen Kcramiksubsirals inii diesem 
Stuizllansch aufsiizi. 

13. Lichlciiiissionsdiudengcral nach Anspruch 12. da- 
durch gckcnnzcichnel, dass der Slulzflansch integral 
langs der Oberkanlc der reflekticrcnden Plalle ange- 
I'ornil isi. 

14. Lichiemissionsdiodengcrat nach Anspruch 12. da- 
durch gckcnnzcichnel, dass dcr Stuizflanseli sieh vom 
uheren Ende dcr rcnekliercndcn Plalle bis zu cincr vor- 
bcNiimnilcn Posiiion aul dcr Ohcrlliiche des zwciicn 
Kcramiksubsirals crstrcekl unrl dadureli wirksam 
Warnic von dcr refleklierendeii Plalle nach auKen ver- 
icill. 

15. Lichleinissionsrliodengeriil nach Anspruch I. da- 
durch gckcnnzcichnel. dass das ersie Kcramiksuhsirai 
aus cincm Keramiksuhsirallcil' mil cincr ilurchgelien- 
den Warmcvcrtcilulfnunj; uud eiuer Keiainikplaiie he- 
sieln. welche die Wiirmeverleil'iMnung an! der Ober- 
seile iles Keraniiksnhslraileils t'iherdeckt und dass s. i- 
wolil dei' f jijjjiiioni.jgehereicli als auch das Iciiende 
Muster mil der Oberseile rlieser Keramikplalle ange- 
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ordnet sind. 

16. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Wannevcrteiloffhung 
des Keramiksubstrattcils mit Metallpastc ausgefullt ist 

17. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 5 
durch gekennzeichnet, dass das Keramiksubstrat aus 
Aluminiumoxid oder SiC besteht. 

18. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das leitende Muster sich an 
der Seitenflache des ersten keramischen Substrats er- 10 
strecki. 

19. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das genannte leitende Mu- 
ster aus einer Ag/Ni/Au-Schichl besleht. 

20. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- is 
durch gekennzeichnet, dass die dariiber hinaus eine he- 
mispharische Linse umfasst, welche die Oberseite der 
Ausnehmung des zweiten keramischen Substrats iiber- 
deckt. 

21. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 20, da- 20 
durch gekennzeichnet, dass die genannte hemisphari- 
sche Linse aus einem Polymermaterial besteht. 
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